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SUPPORT DE OARNITURE BT PROCEDE DE GARNITURE SELECTIVE 
DE PLAGES CONDUCTRICES D»UN TEL SUPPORT 

DESCRIPTION 

DOMAINS TECHNIQUE 

La present e invention concerne un support 
comportant des plages conductrices et un proced6 de 
garniture par voie elect rochimique de ces plages . On 
entend par garniture tout d€p6t ou fixation d'un 
materiau a la surface d'une plage d'un support prevu k 
cet ef f et . 

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIBURE 

Un arriere-plan technologique dans le domaine 
des supports d' analyse touchant divers aspects de 
1' invention est illustr6 par les documents. (1) k (7) 
dont les references sont pr^cisees i. la fin de la 
pr€sente description. 

Un exemple de support tel qu' envisage dans 
1* invention, est donn6 par le substrat utilise pour la 
fabrication collective des supports d' analyse 
biologique ou chitnique, encore appel^s « biopuces » 
dans le domaine de la biologie. Ce substrat comporte 
une ou plusieurs biopuces identicjues qui. pr^sentent 
chacune une pluralite de plages conductrices utilisSes 
comme des plages de test. AprSs d€coupe du substrat, 
ces plages, prealablement f onctionnalisSes avec des 
rSactifs ou des « molecules -sondes sont utilis4es 

pour d^tecter la presence dans lan milieu donne de 
molecules cibles ou de molecules auxquelles sont 
sensibles les reactifs. Pour effectuer une analyse 
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simultan^e de diff^rents constituants du milieu, 
diff6rentes plages doivent Stre pr^alablement garnies 
de r^actifs diffSrents ou de molecules- sondes 
diffSrentes. La garniture a g^n^ralement lieu en 
5 immergeant le support dans un milieu contenant le 
raat^riau de garniture ou xm. pr^curseur de celui-ci. 

De mani^re g6n6rale, le support consider^ est 
const itu^ d'une plurality de plages conductrices . Les 
plages identiques n€cessitant la mSme garniture 
10 constituent une famille de plages. 

De fa<?on k obtenir la garniture selective de 
certaines plages ou d'une famille de plages, tout en 
laissant d'autres plages ou les autres families de 
plages vierges pour le dep6t ulterieur d'un autre 
15 mat^riau • de garniture, diff^rentes techniques sont 
connues. Une premiere technique consiste a former sur 
le support un masque presentant des ouvertures 
correspondant respectivement aux plages devant Stre 
garnies - 

20 Cette technique est longue et coiiteuse car elle 

impose la mise en place et le retrait d'un masque. pour 
chaque type de mat^riau de garniture k d^poser. 

Une autre technique consiste a dSposer le 
matSriau de garniture par voie 61ectrochimique . Dans ce 

25 cas, la selection des plages devant Stre garnies a lieu 
en appliquant s^lectivement aux plages des tensions de 
polarisation qui provoquent, ou qui au contraire 
interdisent, le dep6t du mat€riau de garniture 
consider^. Cette technique de d§pSt est plus ais^e ^ 

30 mettre en oeuvre, notamment lorsque le nombre de plages 
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conductrices k garnir de matSriaux diff^rents est 

II se pose toutefois \m probleme de I'adressage 
des plages conductrices. L'adressage peut avoir lieu 
5 par 1 ' intermSdiaire de plots d'adressage, egaleraent 
conducteurs , q\x± sont respect ivement relics axix plages 
conductrices k garnir • Les plots d'adressage sont 
generalement menages en bordure du support de fa<jon k 
faciliter leur mise en contact avec \in dispositif 

10 d'adressage exteme prevu pour fournir les tensions de 
polarisation. 

L' augmentation de la densite des plages (nombre 
de plages par unit^ de surface) k garnir provoque la 
multiplication des plots d'adressage et entralne des 

15 difficultes de cSblage. 

Une premiSre solution connue consiste k 
utiliser un plot unicjue d'adressage pour chac[ue famille 
de plages k garnir relics par 1' interm^diaire d'une 
connectique interne a 1' ensemble des plages de la 

20 famille, Cette solution pose vin premier probldme 
lorsque les plages d'une m§me famille sont uniformement 
repartis sur la surface du support (ce qui est le cas 
dSs que le support regroupe un ensemble de composants 
identiques) . Dans ce cas, il n'est pas possible pour 

25 des raisons topologicjues de rgaliser les differentes 
connect iques internes sur une seule surface. II est 
n^cessaire de disposer d'une technologie permettant le 
croisement des differentes connectiques internes. De 
plus, 1^ encore 1 ' augmentation de la densite des plages 

3 0 est limite par la multiplication des connectiques 
internes . 
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Ces inconvenient s peuvent §tre part iel lament 
resolus en equipant le support de commutateurs capables 
de relier select ivement diffSrentes plages conductrices 
ou diffSrentes families de plages ^ gamir S un mSme 
5 plot d'adressage. Le nombre de plots d'adressage peut 
ainsi §tre rSduit. Les commutateurs se presentent, par 
exemple, sous la forme d'uri systSme d'adressage S 
mul tiplexeur ♦ 

Le fait d'Squiper les supports d'adressage de 

10 commutateurs n^cessite . xane nouvelle commande 
d'adressage pour r^gir I'^tat de commutation de ces 
demiers* De plus, le recours k des moyens de 
commutateurs ou de mul tiplexeur augment e grandement le 
cout des supports, en particulier parce qu' il diminue 

15 la surface disponible pour les plages conductrices • 

EXPOSE DE INVENTION 

L' invention a pour but de proposer un support 
garni ou un support nu et un precede de garniture du 
support nu ou dejS. partiellement garni ne pr^sentant 
20 pas les inconvenients et limitations indiqu6es ci- 
dessus. 

Un but de 1' invention est en effet de proposer 
un proc^dS pour gamir selectivement dif fgrentes plages 
d'un support qui ne fasse appel ni a \m masque ni k des 
25 commutateurs. 

Lorsque la garniture par voie ^lectrpchimique 
cesse en mSme temps qu*un courant ^lectrochimique, on 
qualifie la garniture de garniture Slectro-suivie, La 
croissance de la garniture nScessite le passage d'lrn 
30 courant. 
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Sont consid^rSes comme des reactions 61ectro- 
suivies 1' ^lectro-dgposition, de m^taux ou de polymdres 
(poly- Electrolytes ) , 1' Electro polymerisation de 
prEcurseurs de polymSres conducteurs (pyrrole, aniline, 
5 thiophdne, EDOT...) , ou encore de phenols, d' Ethylene 
diamine et plus gEnEraletnent de diamines...etc . 

La garniture peut aussi avoir lieu par voie 
Slectrochimique lorsqu'elle est simplement amorcEe ou 
initiEe par 1' application d'un potentiel adapts a la 

10 plage consid^rSe. 

Dans un milieu de garniture a reaction Slectro- 
initiEe, la garniture n'est amorcSe que lorsque la 
tension appliqu^e aux plages conductrices du support 
dEpasse un. seuil. Ce seuil est lie au milieu, c'est-S- 
15 dire au raatEriau de garniture que I'on veut former ou 
dEposer, de la nature d'oon solvant utilisS pour 
rEaliser la solution Electrochimique ou contenant le 
milieu de garniture et introduit dans la solution 
Electrochimique, et a la nature chimique des plages 
conductrices du support. Le processus de dEp6t est 
cependant essentiellement chimique. Ainsi la formation 
de la garniture se poursuit mSme aprSs avoir EliminS la 
tension de polarisation, c'est-a-dire lorsque le 
circuit Electrique extErieur au bain Electrochimique a 

25 EtE ouvert. 

bans le cas d'une' garniture par voie electro- 
initiee, la croissance du revgtement de garniture sur 
la plage de gaimiture demarre pour un potentiel appelE 
potentiel ou tension seuil de garniture. La garniture 
se fait de mani^re optimum pour \ine tension appelEe 
tension de saturation. La difference entre cette 
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tension de saturation et la tension seuil de garniture 
est appelSe largeur de potentiel de garniture. 

Pour atteindre ces buts, il est previa selon 
1' invention, vin support de garniture comprenant une 
5 plurality de plages conductrices formSes sur un 
siibstrat associ^es H un plot d'adressage commun sur 
lequel est appliqu4 une tension par vine source exterrie 
et des moyens de selection d'au moins un premier groupe 
de plages a gamir par voie Slectrochimique parmi la 
10 plural ite de plages. Les moyens de selection comportent 
des moyens de d^calage de la tension de polarisation 
qu'il convient d'appliquer k un plot d'adressage commun 
pour obtenir un dep6t au niveau d'tm premier groupe de 
plages glectriquement couplees au plot d'adressage 
15 commun sans en obtenir sur tin second groupe de plage 
plages ^lectriquement couple au meme plot d'adressage 
commun . 

II est pr^cis^ qu'un groupe de plages peut ne 
comprendre qu'une plage. 

2 0 Pour obtenir ce r^sultat on peut selon une 

premiere variant© de 1' invention r^aliser les plages 
conductrices du premier groupe avec un premier mat^riau 
conducteur et les autres plages avec un second mat^riau 
conducteur. Ce moyen de d^calage est applicable lorsque 

25 le mat^riau de garniture n^cessite pour le d6p6t des 
tensions de polarisation qui sont diffSrentes lorsque 
la plage conductrice est r^alis^e dans des mat^riaux 
diff brents. 

Selon line seconde variante de 1' invention on 
30 pr^voit des moyens de dScalage de tension connect^s 
entre le plot d'adressage commun et au moins une plage 
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a adresser, Ces moyens de decalage sont utilises pour 
modifier par rapport k la source le potentiel applique 
au niveau de la plage. 

A toutes ces fins 1' invention est relative a un 
support de garniture comprenant une pluralit6 de plages 
conductrices formSes sur un sxibstrat, associees ^ un 
plot d'adressage commun et a des moyens de selection 
d'au moins une plage a garnir par. voie 41ectrochimique, 
parmi la plurality de plages, caracterise en ce que les 
moyens de selection comportent des moyens residents de 
decalage d'une tension de polarisation qu'il convient 
d'appliquer au plot d'adressage commun pour obtenir un 
depot au niveau d'un premier groupe de plages 
Slectriquement coupl^es au plot d'adressage commun sans 
en obtenir sur un second* groupe de plages 
Slectriquement coupl6 au mSme plot d'adressage commxon. 

Comme expliqu6 ci dessus les moyens de decalage 
de la tension k appliquer au plot d'adressage commun 
sont dans line forme de realisation, constitues par le 
fait que les plages conductrices sont constitutes par 
un premier matSriau conduct eur, les plages du second 
groupe 6tant constitutes par un second materiau 
conducteur different du premier mattriau* 

Les premier et second matSriaux conducteurs 
sont par example constitues par des mater iaux semi 
conducteur de meme nature ayant des dopages differents 
ou par des conducteurs differents. 

Selon l*une des variantes de realisation comme 
explique plus haut, les moyens k decalage de tension 
comportent des moyens a seuil comportant au mbins lane 
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diode connectee entre le plot d'adressage conrmun et le 
chacune des plages du second groupe. 

La diode est polarisee par exemple, dans le 
sens passant du plot d'adressage commTHi vers au moins 
5 une plage conductrice. 

Selon ion mode de realisation dans leguel les 
plages d'un second groupe de plages conductrices sont 
gamies par une garniture electro- initi^e, les inoyens 
de dScalage comportent au moins \ine resistance 
10 glectrique de valeur (R) suffisante pour interdire la 
garniture des plages du second groupe sous 
1' applicatiion au plot d'adressage coramun d'une tension 
autorisant la garniture des plages du premier groupe. 

Les moyens residents de dScalage d'une tension 
15 de polarisation peuvent comprendre au moins une 
resistance et au moins une diode en serie. 

La plage gamie peut comprendre \in element 
choisi de garniture afin de former une plage de test 
chimique, ou une plage de test biologique, ou une plage 
20 d'accrochage d'un mat^riau fusible, ou line plage de 
contact Slectrique, ou une plage de contact mScanique, 
ou xxne membrane, ou une masse sismique d'un 
accSlSromStre ou encore une armature de condensateur . 

Lorsque le substrat est semi- conduct eur d'un 
25 premier type de conductivity, il peut comprendre, une 
plurality de regions dopees d'un second type de 
conductivity, chaque region dopee du second type de 
conductivity etant reliee §l au moins une plage 
conductrice constituant une surface du substrat, les 
3 0 regions dopees du deuxieme type de conductivity formant 
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avec le soibstrat des moyens de decalage de tension a 
diodes . 

L' invention est Sgalement relative H un procSde 
de realisation d'un support comportant des plages 
5 conductrices gamies, dans lequel on met en contact les 
plages du support avec au tnoins vm milieu contenant un 
materiau de garniture, ou un precurseur d'un matSriau 
de garniture, et on applique au moins une tension de 
polarisation entre un plot d'adressage commun et une 
10 electrode de reference, precede caracterise en ce que 

on realise des plages conductrices du support 
avec un premier materiau conducteur et d'autres avec un 
second materiau conducteur, ou 

on realise sur le support des moyens de 
15 dScalage de tension disposes entre le plot commian 
d'adressage et des premieres plages, en sorte que vine 
tension appliquSe au plot d'adressage commun 
corresponde k une premidre valeur de tension sur les 
premieres plages et a une seconde valeur de tension sur 
20 les secondes plages 

on applique au plot d'adressage commun une 
tension . suf f isante pour initier la gamitxire des 
premieres plages, et insuff isante pour permettre la 
garniture des secondes plages conductrices . 
25 De preference le materiau de garniture, ou le 

precurseur du matSriau de garniture conduit pour I'xine 
au moins des plages a une garniture electro- initi^e . 

De preference on utilise un support dans lequel 
les moyens decalage de tension sont des moyens a 
30 seuil, et on effectue une garniture par voie electro- 
suivie ou electro- initiSe . 
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Dans un mode de realisation du precede on 
utilise utn support dans lequel les inoyens a decalage de 
tension cotnportent au moins une resistance et on 
effectue une garniture par voie Electro- initiSe . 
5 De preference lorsque le materiau de garniture 

est electro- initio et en particulier Slectro -greffe, 
on applique la tension de polarisation en effectuant au 
moins un balayage entre un seuil inferieur et une 
valeur de tension de polarisation exc^dant un seuil de 

10 garniture. 

Liorsque la reaction est Slectro-initi^e, des 
balayages successifs de la tension de source pour 
obtenir au niveau de la plage, une tension variable 
entre un seuil inferieur et un seuil superieur qui 

15 seront definit plus loin, permettent de rendre plus 
dense la couche de garniture. A chaque balayage une 
reaction peut Stre initiee sur des emplacements des 
plages conductrices restees vierges de garniture lors 
des .balayages prSc^dents- Les emplacements d'une plage 

20 oil ont lieu des greffages Electro- ini ties sont encore 
design^s par "sites". Un norabre suffisant de balayages 
permet d'atteindre une saturation des sites permettant 
d' obtenir une garniture homogSne m€me s'il existe une 
dispersion dans les moyens de decalage utilises pour 
25 les plages devant recevoir la m^me garniture. On veut 
dire par la que tous les sites possibles de garniture 
ont ete initios. La dispersion de tensions induites, au 
niveau des plages devant §tre . garnies, doit §tre telle 
que les ecarts de tension au niveau de chaque plage 
3 0 provoques lors de 1' operation de garniture restent 
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faibles devant la largeur de potentiel de garniture en 
cours . 

Dans Tin mode de realisation du precede de 
garniture selon 1 invention, on forme tme garniture de 
5 passivation dans au moins une premiere etape de 
procede, par mise en contact des plages conduc trices 
avec un premier milieu et lors d'vine ^tape subsequente 
de garniture, on met en contact les plages conductrices 
avec un second milieu, pour garnir des plages laiss6es 

10 vierges lors de la premiere etape de garniture / ou 
d'une 6tape de garniture precedente. 

Le fait de former une garniture de passivation 
rend les plages dSja garnies Slectriquement isolantes 
et done insensibles aux traitements ult€rieurs de 

15 garniture. II est ainsi possible d'appliquer des 
tensions de polarisation m§me sup^rieures pour initier 
la croissance d'xme garniture pour des plages avec un 
seuil de garniture plus SlevS. Dans xm milieu de 
garniture different ^ une nouvelle garniture peut aussi 

20 Stre provoquSe avec une tension gventuellement 
infSrieure 3. celle requise pour les garnitures 
pr^cSdentes . 

On rappelle que la garniture d'une plage 
conductrice est possible des que. la tension de 

25 polarisation appliquee au plot d' adressage • commun est 
superieure a \in seuil de tension determine par les 
moyens de d^calage de tension. Ce seuil est 
eventuellement augmente d'un seuil supplementaire 
propre aux matSriaixx: de garniture i. croissance electro- 

3 0 initiee. 
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Dans tin mode de realisation du precede de 
garniture selon 1 ' invention, on met en contact les 
plages conductrices avec au moins un milieu adapte a 
une garniture electro- initiee, comprenant au moins un 
compost choisi parmi les mbnomdres vinyliques, les 
monoraeres cycliques clivables par attaque nucl6ophile 
ou Slectrophile, des sels de diazonium, des sels 
d'iodonium, des sels de sulfonium et des sels de 
phosphonium, et un melange des composes prSc^dents. 

Dans un mode de realisation du proc^dS de 
garniture selon 1' invention, on met en contact les 
plages du support avec au moins un milieu adapts a une 
garniture electro-suivie, comprenant au moins un 
compose choisi parmi un sel metallique ou un poly- 
eiectrolyte, ou un precurseur de polymeres conducteurs 
(pyrrole, aniline, thiophSne, EDOT, acetylene, et 
derives) ou une molecule pouvant Stre electro- 
polymeris^e (phenols, naphtols, ethylene diamine, et 
plus ggn^ralement les diamines et en particulier les 
alkyl diamines, ...etc) - 

II a 6t& dit plus haut que les moyens de 
decalage de la tension de polarisation sont . residents 
sur le support. On veut dire par la, que ces moyens 
sont presents sur par example une puce f inie ou biopuce 
ou -une structure elect romecanique micro-usinees sur 
silicium incorporant le support, meme si ces moyens 
n'ont servi qu'I la fabrication de la puce, ou biopuce 
ou structure electromecanique micro-usinees sur 
silicium, et ne servent pas a son utilisation ou son 
f onctioianement . 
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Lorsque le proc6d6 ^lectrochimique utilisS est 
electro- suivi, le seuil de conduction des diodes 
reliant certaines plages au plot d'adressage coramvin 
peut permettre d'empScher le passage du courant 
electrochimique necessaire pour obtenir la garniture 
sur ces plots • 

Lorsque le precede electrochitnique utilise est 
electro- initie, le seuil de conduction des diodes 
reliant certaines plages au plot d'adressage commun 
permet de diminuer la valeur du potentiel obtenue au 
niveau* de ces plages emp§chant la formation de la 
garniture . 

Dans les deux cas, la garniture est bloquee sur 
les plages reliees a travers une diode si les deux 
conditions suivantes sont remplies : le potentiel de 
polarisation appliquS au niveau de la source reste 
inf^rieur Sl la somme du potentiel de seuil de demarrage 
de la garniture et du potentiel de seuil de conduction 
des diodes ; le courant de fuite des diodes est 
nettement infgrieur au courant Electrochimique typique 
utilise pour la garniture. De plus, pour atteindre des 
conditions optimum de garniture sur les plages relics 
directement au plot d'adressage commun, les diodes sont 
choisies pour que leur seuil de conduction soit au 
moins de I'ordre de grandeur de la largeur de potentiel 
de garniture de la reaction consid^ree. 

II est ainsi possible au moyen de une ou 
plusieurs diodes placEes en s^rie, de creer un seuil de 
tension entre • des plages connectees par exemple 
directement §l un point d'adressage commun et des plages 
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connectees a ce raeme point d'adressage cotnmun au 
. travers de diodes . 

Pour une plage et un type de garniture donnees, 
le courant §lectrochimique maximum pouvsuit Stre obtenu 
5 sans dgclencher la reaction Slectro-initi^e etant 
connu, une resistance est consid€r4e comme moyen de 
dScalage de tension si elle provoque pour ce courant 
vine chute de potentiel significative, idSalement 
sup^rieure, ^ la largeur de potentiel de garniture. 

10 Ceci permet de distinguer les resistances Slectriques 
utilisSes comme moyen de dScalage de la tension et les 
resistances d':accds qui correspondent & la resistance 
de cablage des moyens d'adressage Slectrique • Ces 
deamiSres resistances doivent presenter des valeurs 

15 tres nettement inferieures k la valeur minimum d'une 
resistance de decalage.. 

D'autres caracteristiques et avantages de 
1' invention ressortiront de la description qui va 
suivre, en reference slux figures des dessins annexes* 

20 Cette description est donnee k titre purement 
illustratif et non limitatif . 

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS 

La figure lA est une representation schSmatique 
simplifiee d'un support de garniture plongg dans xxn 
25 bain a trois electrodes. 

La figure IB est une representation schematique 
simplifiee d'un support de garniture conforme k 
1' invention et d'un circuit eiectrochimique de 
garniture realise avec un tel support, 
30 La figure IC est une coupe transversale 

schematique d'un exemple de realisation de 1 ' invention. 
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La figure ID est \ine coupe transversale 
sch^matique d'un exemple de realisation de 1' invention. 

La figure 2 est Tin diagramme indiquant, en 
fonction d'\ane tension de polarisation appliquee ^ une 
plage conduct rice d'un support de garniture, le courant 
eiectrochimique traversant un circuit glectrolytique de. 
garniture . 

La figure 3 est une mod^lisation du circuit 
eiectrique decrivant le circuit glectrochimique 
conqplet . 

Las figures 4 et 5 sont des diagrammes 
indiquant des modifications du diagratnme de la figure 
2, provoquSes en appliquant la tension de polarisation 
a im plot d'adressage commun d'xin support conforme a 
1' invention. 

Les figures 6 k 9 sont des diagrammes 
indiquant 1' Evolution d'un courant glectrochimique dans 
tan milieu de garniture Electro -initiS lors d' etapes 
successives d'xon precede de garniture d'un premier type 
de support conforme §. 1' invention. 

Les figures 10 k 13 sont des diagrammes 
indiquant 1' Evolution d'un courant glectrochimique dans 
un milieu de garniture Electro- initiS lors d' Stapes 
successives d'un proc4d6 de garniture d'un deuxiSme 
type de support confomne k 1' invention. 

La figure 14A est vine representation 
schematique d'une coupe, transversale d'une realisation 
particulidre d'un support de garniture conforme k 
1' invention 

La figure 14B repr^sente une vue de dessus de 
ce mSme support. 
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La figure 14c est vine coupe transversale 
sch6matique d'un assemblage de deux supports de 
garniture conforroe H 1' invention. 

5 EXPOSi DETAILLE DE MODES DE REALISATION 

PARTICULIERS 

Dans la description qui suit, des parties 
identiques, similaires ou gquivalentes des diff6rentes 
figures sont rep#r€es par les mSmes signes de r^fSrence 
10 pour faciliter le. report entre les figures. Par 
ailleurs, et dans un souci de clarte des figures, tous 
les elements ne sont pas reprSsent^s selon une Schelle 
tini forme. 

En reference a la figure lA vm. example de 
15 montage en lui-meme connu utilise pour realiser un 
support 10 est de preference un montage a trois 
Electrodes. Le montage comprend une cuve 36, contenant 
un bain 34. Sont plong^s dans le bain 34, le support 10 
reli# a une Electrode de travail 37, une Electrode de 
20 rEfErence 32, et une contre Electrode 31. Un 
potentiostat 35 est reliE k 1' Electrode de travail 37 
connectEe au support 10, a 1' Electrode de rEfErence 32 
et a la contre-Electrode 31. Dans le montage k 3 
Electrodes utilisE, les potentiels sont mesurEs par 
25 rapport & 1' Electrode de rEfErence 32. 

Le montage peut aussi n'^tre qu't deixx 
electrodes (Electrode de travail et contre-Electrode) 
et dans ce cas les potentiels V sont rEfErencEs par 
rapport a la contre Electrode 31. 
30 Un circuit electrochimique 33 est constituE par 

le potentiostat 35, les Electrodes 31, 37 et 32 ou dans 
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certain cas les Electrodes 31 et 37 seulement, le bain 
34, le support 10 et les connexions entre ces Elements 
cotntne represent e sur la figure lA. 

On applique un potentiel au support 10 soit par 
5 un montage a 3 electrodes, soit par un montage a 2 
electrodes de fagon a ce que ce potentiel soit egal S 
une valeur V donnee par rapport a une r§ference. La 
reference 35 indique un potent iostat pour la 
realisation d'xan montage de preference k 3 electrodes. 
10 La figure IB montre un support de garniture 10 

particulier, conforme k 1' invention plongE dans une 
cuve 36 contenant le bain 34 . 

Le support de garniture 10 comprend une 
plurality de plages conductrices 12 mEnagSes sur ion 
15 substrat 14. Les plages 12 sont susceptibles de 
recevoir \ine garniture par voie Electrochimique • Dans 
I'exemple illustrS, les plages conductrices 12 sont 
identiques les unes aux autres et dispos6es selon tin 
motif de distribution ordonne. La distribution et la 
2 0 forme des plages conductrices 12 peuvent cependant §tre 
trSs variables. L' ensemble des plages 12 est 
elect riquement relie par une Electrode commune 11 a un 
plot d'adressage commim indiquE symbol iquement avec la 

reference 18 sur la figure lb> Chacune des plages 12 

25 est electriquement en serie avec un ou' plusieurs 
composants 2 0 destines a decaler la tension de 
polarisation obtenue sur la plage 12 considEree lorsque 
le support 10 est connectE dans un circuit 
Electrochimique 33* Les composants 20, dans leur 
30 ensemble, font partie de moyens destinEs a sElectionner 
une ou plusieurs plages 12 S. garnir, Les composants 
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comportent une ou plusieurs diodes 13, et/ou une ou 
plusieurs resistances electriques 15, Plusieurs diodes 
13 peuvent Stre connectees en s§rie entre elles. De 
meme une ou plusieurs diodes 13 peuvent Stre connectees 
en serie avec une ou plusieurs resistances Slectriques 
15. 

La composition du bain electrochimique peut 
§tre largement variable en fonction du type de 
garniture que I'on sotihaite former sur les plages 
conduct rices • Comme indiquS dans la premidre partie de 
la description, on distinguera les milieux adaptes §l 
une garniture electro- initiee et les milie\ix adaptes k 
une garniture electro- suivie • 

Pans un milieu de garniture a reaction electro- 
suivie, la garniture est amorcee dds que le courant qui 
circule dans le circuit electrochimique est noii nul 
aussi faible soit--il. En revanche la croissance de la 
garniture est automat iquement interrompue lorsque le 
circuit 41ectrique est ouvert. 

Dans un milieu de garniture a reaction glectro- 
initi^e, la garniture n'est pas amorcSe lorsque le 
courant commence a circuler. La garniture n'est amorcee 
que lorsque la tension appliquSe axix plages 
conductrices du support dSpasse un seuil. Contrairement 
aux reactions Electro- suivies, il existe une gamme de 
potentiels inf^rieurs au potentiel seuil. oH le courant 
circule mais I'on n'a pas de croissance de garniture- 
Ce seuil est 116 au milieu, c'est-^-dire au materiau de 
garniture que I'on veut former ou dSposer, de la nature 
d»un solvant utilise pour realiser la solution 
Electrochimique ou contenant le milieu de garniture et 
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introduit dans la solution electrochimique, et a la 
nature qhiraique des plages conductrices du support, Le 
processus de d^pot est cependant essentiellement 
chimique. Ainsi la formation de la garniture peut se 
poursuivre meme aprSs avoir €limine la tension de 
polarisation, c'est-t-dire lorsque le circuit 
electrique exterieur au bain electrochimique a St€ 
ouvert . 

Les figures IC et ID, illustrent un exemple de 
realisation de 1' invention. 

Dans ces exemples de realisation, le support 10 
comporte un siibstrat semi- conduct eur 14 sur lequel des 
plages 12 conductrices sont menagSes sur une premiere 
face 101 du support 10, Une face 102 oppos^e a la 
premiere face 101 du siibstrat semi -conduct eur 14, 
comporte un plot d'adressage commun 18. 

Selon une premiSre forme de realisation 
illustree figure IC, le plot 18 se prSsente sous la 
forme d'xine couche conductrice 120, Elle permet de 
connecter eiectriqueraent 1*^ ensemble des plages 
conductrices 12 par 1' intermSdiaire d'une mSme 
resistance d'acces due a la resistivite du sxabstrat 14, 
les plages 12 etant toutes equidistantes du plan 
conducteur 120. L' application - d' vine tension au plot 
d'adressage commun 120 permet d'appliquer une tension 
identique sur toutes les plages conductrices 12, 
simplement plus faible en raison de la chute ohmique 
liee au sxibstrat (chute pouvant etre compensee par la 
source appliquant la tension au plot d' adressage 
commun) . Une garniture identique pourra ainsi etre 
obtenue sur 1' ensemble des plages conductrices 12. 



Selon une seconde forme de realisation 
illustree figure ID, le substrat 14 est r6sistif et le 
plot d'adressage 18 se pr^sente sous la forme d'un plot 
conduct eur 121 en xxae position non gquidistante des 
plages conductrices 12. Le sxibstrat presente une 
rSsistivit€ de valeur suf f isante pour interdire la 
garniture d'au moins une plage conductrice 12 du 
support sous 1' application au plot d' adressage commun 
121 d'une tension autorisant la garniture d'au moins 
une autre plage 12 du support 10. 

La figure 2 est un diagramme, plus precisement 
un voltammogramme, indiquant en ordonnSe 1' Evolution . 
d'un courant electrochimique dans le circuit 33 indique 
sur les figures la et lb. Le courant est donne en 
fonction d'un potentiel mesur^ entre une plage 
conductrice 12 et 1 '.Electrode de reference 32. Ce 
potentiel est reporte en abscisse. Ce diagramme ne 
tient done pas compte de 1' existence des moyens de 
selection 20 et done de la difference gventuelle entre 
le potentiel applicjug par le potent iostat 35 et le 
potentiel obtenu sur la plage 12. Les courant I et 
tension U sont indiqu^s en echelle arbitraire. 

Le diagramme de la figure 2, donn^ k titre 
d' illustration, correspond a un procSde de garniture 
particulier obtenu par reaction Slectro-initi€e : il 
s'agit de 1' electro-gref f age, tel qu'il peut §tre 
obtenu par glectro-rSduction ou electro- oxydat ion de 
monomeres vinyl iques ou de monomSres cycliques 
clivables par attaque nucleophile ou gleet rophile, ou 
encore par 1 ' electro-reduction ou 1 ' electro- oxydat ion 
de precurseurs glectro-clivables (en particulier 



lorsque lexirs produits de reduction ou d'oxydation sont 
des radicaux) , et notamment 1' electro -reduction de sels 
de diazonium, de sulfonium, de phosphonium ou 
d'iodoniura^ L' ^lectro-gref f age de monomSres permet de 
5 fixer de fa9on covalente des polymSres sur les plages 
conductrices ou semi -conductr ices . Ces polymeres 
"poussent" sur la surface a partir du premier monomere 
61ectro-reduit sur la surface, par croissance chimique, 
Seule la premiere etape d'accrochage , du premier 

10 monomere sur la surface est electrochimique, la 
croissance 6tant purement chimique. On a done bien une 
reaction electro-initiee . L' 61ectro-gref f age de sels de 
diazonium et analogues conduit - en g6n6ral - k des 
couches qui ne croissent pas. C'est done vaci cas 

15 particulier d'une reaction electro-initiee, r^duite k 
83L plus simple expression. 

Dans la suite, les tensions sont indiqu6es en 
valeur absolue, et sont iraplicitement celles de 
1^ Electrode de travail, mesurees par rapport a une 

20 Electrode de reference* Comme indiquS plus haut, elles 
ne correspondent a la . tension ef f ectivement appliqu^e 
expSrimentalement que dans le cas d'un montage 3 3 
Electrodes (la chute ohmique dans le circuit 
Electrochimique etant supposee compensee par le 

25 potentiostat) . Dans le cas d'un montage a 2 electrodes, 
il aura fallu imposer un tension V' differente de V, 
non mentionnee sur le graphique . Leur polarite, 
constant e pour une garniture donn^e, est appelee 
polaritS de la garniture. 

30 Lorsque la tension de polarisation est comprise 

entre une valeur nulle et ime valeur de demarrage Vs, 
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xxn courant Slectrique trSs faible, voire ind6tectable, 
traverse le circuit. En tout Stat de cause, ce courant- 
est insuffisant pour produire un d6p6t detectable a 
posteriori par des moyens d' analyse des surfaces. On 
considSrera, de ce fait et Stant donnS les objectifs 
recherchSs, que la copolymSrisation considgrSe ici est 
une reaction Slectro-initiSe qui n'a lieu qu' k partir 
d'\me tension de polarisation minimale. 

A partir de la tension de dStnarrage, et jusqu'S. 
vine tension de seuil de garniture Vg un courant faible 
circule dans le circuit electrochimique . Ce courant ne 
traduit cependant pas nScessairement \in phSnomSne de 
garniture. II correspond a des reactions parasites 
concurrentes qui promeuvent essentiellement \ine chimie 
15 couplSe se dSroulant en solution, et ne dSlivrant done 
pas de dgp6t organique signif icatif . 

En effet, le courant glectrochiraique traversant 
le circuit n'est pas exactement corr§lg a la croissance 
d'un matSriau de garniture sur les plages conductrices . 
20 Le courant glectrochimique traduit au moins deux 
plignomSnes distincts et concurrents. Un premier 
phSnotnSne est le phenomSne recherchS et correspondant a 
la formation de la garniture sur les plages 
conductrices. Un autre phSnomSne correspond a la 
25 formation parasite de polymSres . dans le bain 
Electrochimique, indSpendamment du support de 
garniture. Les polyradres ainsi fomnes se fixent 
eventuellement sur les plages conductrices par sorption 
physique mais leur fixation n'est pas stable, ils sont 
30 elimines par rinqrage. 
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La garniture proprement dite s'etablit & partir 
de la tension de seuil Vg* On dSsigne par Vsat \in 
potentiel appelS "potentiel de saturation", qui est en 
gSnSral supSrieur au potentiel de pic Vp. Ce potentiel 
5 est un potentiel k p*artir duquel I'Spaisseur de 
materiau greffe ne change pas avec le temps 
d' application de la tension a la plage conductrice* 
Ladite epaisseur est la limite asymptotique de 
I'epaisseur maximale que I'on peut obtenir dans un bain 

10 electrolytique donne. Ce potentiel correspond aussi 4 
une valeur minimale permettant, a partir de balayages 
voltammetriques de potentiel effectuSs entre une valeur 
inferieure ou 6gale k Vg et une valeur d'arrSt 
supSrieure ou egale Bl cette valeur minimale Vsat, 

15 d" obtenir des courbes -une courbe par valeur d'arrSt- 
donnant 1* epaisseur du film en fonction du norabre de 
cycles, par exemple en conditions voltammetriques ou en 
multicreneaux, les diff^rentes courbes obtenues 
presentant toutes cette meme asymptote, ind^pendante de 

20 la valeur exacte du potentiel d*arrSt utilisS, C'est 
aussi le potentiel minimal avec lequel, moyennant un 
nombre de cycles voltammetriques suffisant entre une 
valeur inferieure ou egale a Vg et sup^rieure ou egale 
a Vsat, on parvient k saturer les sites metalliques des 

25 plages conductrices en chaxnes polymeres electro- 
greffees. Dans I'intervalle de tension compris entre Vg 
et Vsat, le phenomene de garniture est predominant • Cet 
intervalle est appele la largeur de potentiel de 
garniture . 

30 En augment ant encore la tension de 

polarisation, au-deli, de Vsat, le phenomene de 
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garniture des plages conductrices devient minoritaire 
par rapport Bl d'autres ph^nomSnes conctirrents tels que 
la formation de mat^riaux en solution dans le bain 
glectrochimique, mais le depot de polymgres ^lectro- 
5 greffSs §. la surface se stabilise. 

Ainsi, la polarisation des plages a gaanair est 
id#aleraent maintenue au moins 6gal au potentiel de 
saturation Vsat. 

Les reactions electro- suivies, quant a elles, 
10 ont en commiin de provoquer la formation d'un dSp6t (non 
gref f € dans le cas des d6p6ts organiques) , dont la 
quantity de tnatiere - done en ggn§ral I'^paisseur - est 
proportionnelle la charge (integrale temporelle du 
courant electrique) passSe dans le circuit pendant le 
15 protocole. Le garniture dSmarre en mdme temps que le 
courant et s' arret e avec le courant. 

•La fig\ire 3 modSlise le circuit d'adressage vu 
par \ine plage conductrice. Pendant la phase de 
garniture, le potentiel V existant entre ime plage 
20 conductrice 12 a garnir et 1« Electrode de reference 32 
depend du courant circulant dans les diff^rentes 
impedances constituant le circuit d'adressage. 

Pour comprendre 1" importance des diff brents 
paramdtres et leurs " consequences possibles sur la 
25 garniture, il est necessaire d» analyser les effets des 
diffSrentes impedances pr^sentes dans ce circuit. 

Le module utilise comporte en premier lieu une 
resistance R 322 prenant en compte la chute de 
potentiel due a 1' electrode commtane 11. Par rapport a 
3 0 la figure lb, il s'agit, pour vine plage donnee, de la 
resistance due a la longueur de la ligne 11 joignant 



cette plage 12 au point de raccordement cotranun 18. 
Cette resistance est variable suivant les diff^rentes 
longueurs de ligne. Le courant Ic traversant la 
resistance 322 placee entre la source 35 et une plage 
5 conductrice 12 est la somme des courants 
electrochimiques . II induit une chute de potentiel : 

8V = R . Ic 

Ce courant pre sent e un maximum Im au niveau du 
potentiel de pic Vp poxir le domaine utilise* Si I'on 

10 suppose que I'op^rateur impose un potentiel V = Vsat + 
SVsat, alors tant que la ddp Svsat est grande devant la 
chute de potentiel maximum due a la resistance soit 
5Vmax = R . Im, le voltammogramme, done la zone de 
potentiel de greffage, est peu modifie par la pr6sence 

15 de la resistance. En d'autres termes, tant que 5Vmax < 
SVsat, le potentiel est partout superieur & Vsat, et le 
film depose par reaction Electro- initi^e est partout de 
la mSme Spaisseur, quelle c[ue soit la cartographie de 
chute ohmique locale sur 1' electrode de travail. Cette 

20 condition est remplie quand la valeur de la resistance 
en s^rie R est faible devant 1' impedance dif f Srentielle 
Rg de traitement du plot dSfinie par 

Rg = (Vp-Vg) / Im 
De maniSre g^nSrale, la resistance' R est une 

25 resistance equivalente determinee & partir de la chute 
de potentiel le long de 1' electrode commune 11 entre la 
plage conductrice a garnir et la source 35, calculee 
pour la valeur maximum de courant la traversant divisee 
par le courant necessaire pour traiter la plage . Potir 

30 le calcul de cette resistance R, on doit en particulier 
tenir compte de I'effet des courants necessaires pour 



le traitement siraultanS des autres plages. Cette 
resistance R est appelee rSsistance d'acc^s ou 
resistance d' Electrode de la plage- 

D» autre part, le courant electrochitnique 
maximum Im correspond a une density de courant par 
unite de surface a greffer. II est done proportionnel a 
la surface de la plage. Cette densite de courant permet 
de definir par analogie une resistance surfacique 
dif ferentielle de traitement caracteristique du procedg 
electrochimique utilise. 

Un premier ordre de grandeur de la resistance a 
ne pas d^passer pour la resistance d'acces R peut etre 
donnS par I'approche suivante. La valeur typique 
mesurSe pour le greffage, de la density de courant est 
de 1' ordre de 1 mA/cm2. Pour des plages de 10.0 iim de 
cots ceci correspond a vxi courant de 100 nA* La largeur 
typique de la zone de greffage AV est de 1' ordre de 300 
mV. Ceci doime tone impedance dif f Srentielle de greffage 
Rg de 1' ordre de 3 MQ. Pour des plages conductrices qui 
seraient individuellement alimentees par une electrode 
de resistance R, tant que cette resistance R est faible 
devant cette valeur, la chute ohmique due a 1« electrode 
commune 11 n'a pas ^ d'effet sur la garniture. La 
generalisation s'effectue en remplagant la resistance R 
par la resistance d^ electrode de la plage citee plus 
haut . 

La figure 4 est un autre voltammogramme etabli 
en fonction d'une tension Vr mesurSe non plus sur les 
plages conductrices 12 mais sur le plot 18 d'adressage 
commun. II tient ainsi compte de 1' influence des moyens 
de selection 20. 



Le voltammograiiime de la figure 4 est ^tabli 
dans les raSmes conditions que celui de la figure 2, 
dans le cas particulier ou les moyens de selection sont 
des moyens a seuil, et en 1' occurrence une diode. Pour 
5 faciliter la comparaison entre les courbes des figures 
2 et 4, la courbe de la figure 2 est rappelee en trait 
discontinu sur le diagramme de la figure 4. 

Pour modeliser I'effet de la diode 13 
intercalSe entre 1' Electrode commune 11 et la plage 

10 conductrice 12, il est nScessaire de revenir sur le 
moddle electrique propose figure 3 en examinant les 
effets transitoires correspondant Bi 1 'Stablissement du 
potentiel* Dans un moddle trds simple, la modSlisation 
du voltammogramme de la figure 4 peut Stre obtenue k 

15 partir d'un circuit glectrique comportant une diode 
fictive 316, de seuil Vs associSe & une resistance en 
s€rie Rg 326, permettant de rendre compte de la pente 
du voltammogramme. La diode 13 utilis^e comme moyen de 
decalage peut ^tre modelisee par une diode parfaite 3 06 

20 associee ^ une resistance 312 Rd en parallele 
permettant de rendre compte des courants de fuite* Le 
modele suppose que le courant glectrochimique avant le 
seuil Vs est inferieur au courant de fuite de la diode 
306 int ercalee . 

25 A partir d'une situation initiale ona tons les 

potentiels sont nuls, la croissance du potentiel Vr 
appliquS au niveau de la source 35 se traduit par 
1' apparition d'un faible courant de fuite k travers la 
resistance Rg permettant de charger Slectriquement la 

30 plage conductrice 12 : le potentiel V au niveau de la 
plage conductrice 12 est ^gal au potentiel Vr, Tant que 
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ces potent iels rest exit infSrieurs au seuil Vs, il n'y a 
pas de reaction 61ectrochimique. Lorsque les potentiels 
V et Vr atteignent la valeur Vs, il y a apparition d'un 
premier courant electrochiraique provenant 

5 essentiellement de la chimie en solution. Ce courant 
cr^e un dgcalage entre Vr et V provenant de la 
resistance Rd. Le potent iel V au niveau de la plage 
conductrice est done inferieur au potentiel Vr appliquS 
par la source. Cette difference a pour valeur 
10 asymptotique Vd qui correspond au seuil de conduction 
de la diode. Pour des resistances de fuite elev^e, 
1» asymptote est atteinte avant que le courant ne soit 
suffisant pour declencher la garniture. 

On observe done bien que la nouvelle courbe est 
15 d€calee, et plus pr6ciseraent translatSe d'une valeur SV 
6gale k Vd vers des valeurs de tension plus ^lev6es. Le 
- decalage 8v correspond au seuil de conduction d'une ou 
de plusieurs diodes en sSrie qui forment les moyens de. 
decalage . 

20 Dans un bain electrochimique contenant une ou 

plusieurs especes de materiaux de garniture, avec ou 
sans seuil de garniture, il est done possible 
d'autoriser selectivement la garniture de certaines 
plages depourvues de moyens de decalage ou pourvues de 

25 moyens de decalage de faible amplitude, tout en 
interdisant la garniture d'autres plages associees a 
des moyens de decalage de plus forte amplitude. 
L* amplitude du decalage est liSe au seuil de conduction 
des diodes. L' application d'une tension identique Vr 

30 par la source se traduira par . des tensions V locales 
differentes declenchant ou ne d^clenchant pas la 



I CI, UCfJUl 




29 



garniture selon le choix de la valeur maxiiaum de 
polarisation. Par exemple, si un premier groupe de 
plages n'est pas associ^ k des moyens de decalage et 
qu'un second groupe de plage est associ^ & des diodes 
de seuil Vd superieur b, Sv, xine tension appliquee de 
valeur maximum Vsat permettra la garniture du premier 
groupe de plages mais ne sera pas suffisant pour la 
garniture du second groupe de plages . 

Les plages de garniture non encore gamies 
peuvent I'Stre ultSrieurement dans un bain identique ou 
different sous 1' application au plot d'adressage commun 
d'une tension de polarisation d^passant le dScalage de 
tension et permettant le cas ^ch^ant de vaincre le 
seuil de garniture des espdces de garniture prSsentes. 
lis convient ici de ne pas confondre les seuils de 
garnitures Vg des esp^ces adaptSes a une garniture par 
voie Electro- initiSe et les seuils de conduction 8v ou 
Vd des diodes formant les moyens de decalage* 

Si le bain electrochimique suivant est 
different, les seuils de garniture Vg peuvent §tre plus 
faibles que ceux du premier bain- Une garniture des 
plages conductrices non encore gamies peut avoir lieu 
sous 1' application d'une .tension de polarisation 
Sventuellement plus faible que celle precedemment 
appliquee. Les plages dejS. gamies ne sont plus 
affectees par la nouvelle polarisation lorsque le 
rev§tement de garniture sature la surface disponible, 
ou lorsque ce rev§tement est 41ectriquement isolant. 

Si le support de garniture est maintenu dans le 
mSme bain contenant ggalement des espdces de garniture 
avec un seuil supSrieur, les plages non encore gamies. 
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ou au moins ceartaines d'entre elles peuvent St re 
. gamies en appliquant au plot d'adressage comnnin une 
tension suffisante. Cette tension est alors notamment 
suffisante pour vaincre le d^calage de tension 5v et 
5 atteindre ou dSpasser la tension de seuil de garniture 
Vg de 1 ' espece que 1 ' on souhaite d^poser . 

L' association de diff^rentes plages de 
garniture S differents moyens de selection a seuil, 
avec des seuils differents, permet done bien de 
10 distinguer diff§rentes families de plages conductrices 
pouvant Stre gamies select ivement . 

La figure 5 indique \in autre voltammogramme 
#tabli egalement en fonction d'une tension Vr mesuree 
entre 1' Electrode de rSf^rence 32 et le plot 18 
15 d'adressage conimun. Le voltammogramme de la figure 5 
tient done compte aussi de 1' influence des moyens de 

selection 20. 

Le voltammogramme de la figure 5 est comparable 

k celui de la figure 4. II est gtabli poTir vine plage 
20 conductrice dans les mgmes conditions que celui de la 

figure 2, k 1' exception du fait que les moyens de 

selection sont des moyens sans seuil. Il s'agit en 

1' occurrence d'une resistance 15. Pour faciliter la 

comparaison entre les courbes des figures 2 et 5, la 
25 courbe de la figure 2 est rappelSe en trait discontinu 

sur le diagramme de la figure 5. 

L'effet de la resistance intercalee a d^j^ et6 

gtudiS indirectement lors de la description de l'effet 

de 1' Electrode commune 11. 
30 On observe que la nouvelle courbe est Egalement 

dgcal^e. II ne s'agit cependant pas d'un decalage en 



translation, coirane pour la figure 4, xnais d'lin dScalage 
proportionnel au courant electrolytique !• II en 
rSsulte une deformation de la courbe en fonction de la 
tension de polarisation. De fagon plus precise le 
5 d^calage Sv entre la courbe representee figure 2, et la 
courbe resultant de 1 ' introduction d'lin moyen de 
d^calage sous forme d'une resistance IS, cotntne 
represents en trait plein figure 5, est tel que 8v= R x 
I oil R est la valeur de resistance des moyens de 

10 decalage. Pour un courant faible ou nul, le dScalage 
est inexistant. Les tensions de seuil Vs des deux 
courbes de la figure 5 sont ainsi confondues. 

Le decalage 8v introduit par les moyens k\ 
resistance permet une selection au meme titre que le 

15 decalage introduit par la diode. 

Toutefois, il convient de rappeler que pour des 
materiaux deposes par reaction electro-suivie , telle 
qu'une electrolyse par exemple, la garniture demarre 
des qu'un courant non nul circule. Pour ces materiaux 

20 particuliers les moyens de decalage de 1' invention ne 
peuvent pas §tre des moyens purement rSsistifs, En 
effet, le decalage 8V par vine resistance suppose le 
passage d'un courant signif icatif , or le passage d'\m 
courant, mSme faible, suffit S. provoquer une garniture 

25 electro- suivie parasite sur des plages conductrices non 
select ionnees. En revanche, les moyens de decalage 
peuvent Stre k seuil c'est-^-dire comporter un 
composant tel qu'une diode. La selection des plages a 
gamir se fait alors par le fait que la tension 

30 appliquee au plot d'adressage commun depasse ou non I'e 
seuil de conduction de la diode. 
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II est a noter de toute fagon qu' il est plus 
difficile d' envisager une resolution spatiale elevee 
avec des techniques d' ^lectrochitnie conduisant a des 
revetements organiques dont I'Spaisseur est . une 
5 fonction fortement croissante avec le temps de 
traitement et la valeur locale du potent iel, ce qui est 
notamment le cas pour les reactions electro-suivies . La 
moindre inhomogeri^it^ de potential, provoqu6e par les 
differentes chutes ohmiques par example, conduit ^ des 
10 gpaisseurs tres differentes conduisant a des effets de 
bord importants. Par effets de bord on veut dire que la 
garniture n'est pas limit^e a la surface de plage 
conductrice ^ laquelle elle est appliquee, mais deborde 
de cette plage dans des proportions qui sont mal 
15 contrdl^es. 

lie greffage Slectrochimique k partir de 
reactions electro- initi^es utilisant des monomeres tels 
que list^s plus haut permet par centre de r^aliser un 
greffage localise car il est par nature moins sensible 
20 aux inhomogenSit€s de potentiel. Ce greffage localise 
permet de traiter des supports avec une grande density 
de plages, sans utilisation de masques. 

Dans le cas de 1 ' electrogref f age l«6paisseur du 
revStement r#alis6 a partir d'une reaction ^lectro- 
25 initige depend de la longueur de la chalne fomnant la 
molecule du polymere greffe et de la density de 
greffage • Le procedS conduit a une saturation locale 
rapide de I'epaissaur du revetement permettant de 
limiter les effets de bord. 
30 Seule la densite est une fonction dependant de 

la cinetique electrochimique de la reaction de 
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greffage. Un premier niveau d'homoggnSite du revStement 
est obtenu dds que le potentiel k la surface de chaque 
plage se trouve dans une fenetre de potentiel 
garantissant \me cinetique de greffage minimum, .Cette 
5 condition moins contraignante facilite la mise en oeuvre 
pratique d'un adressage utilisant des moyens 
impedance qui par nature peuvent augment er les 
inhomogeneites du potentiel. 

Lorsque 1 'homogeneity en ^paisseur est un 

10 parametre critique pour la qualite du revStement 
obtenu, les variations de potentiel provoqu^es par la 
resistance interne de I'Slectrode commune 11 ou par la 
dispersion sur les propriStes des diodes peuvent meme 
Stre compensSes en utilisant le precede dans un mode de 

15 saturation : en r^p^tant le balayage de la tension au 
del^ du potentiel de saturation jusqu'^ obtenif une 
saturation du nombre de sites greffes, I'Spaisseur du 
revStement est une valeur intrinseque qui ne depend 
plus de la valeur exact e du potentiel local mais juste 

20 de sa presence dans une fenetre de potentiel. 

Les figures 6 k 9 sent des voltammogrammes 
illustrant des etapes successives de garniture d'un 
support • A titre de simplification, on considdre que ce 
support ne comporte que deux families de plages 

25 conductrices notees A et associees a de3 moyens de 

selection sous la forme de moyens de decalage a seuil. 
Plus pr#cis§ment, on considere qu'\ine premidre famille 
A de plages conductrices est reliee au plot 18 
d' adressage commxm sams moyens de decalage ou avec des 

30 moyens introduisant un decalage faible, tandis que la 
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dexixiSme famille B y est reliee par des tnoyens 
introduisant un decalage plus important, 

Les diagratnmes des figures 6^9 correspondent 
au greffage Electro- initie d'un materiau de garniture. 

La figure 6 tnontre les courbes de 
voltammogramme pour une tension appliqu^e Vr qui 
correspondraient respectivement aux deux families de 
plages conductrices A et B, Les courbes sont dScalees 
en raison des moyens de decalage. Il s'agit ici de 
moyens k seuil. Les moyens de d§calage sont choisis de 
sorte que le seuil de garniture VgB de la deuxidme 
famille de plages conductrices soit superieur au 
potentiel de saturation VsatA de la premiere famille de 
plages conductrices. Les references VsA, VsB, VgA at 
VgB, VsatA et VsatB indiquent respectivement les seuils 
de demarrage, ies seuils de garniture et les potent iels 
de saturation des deiix courbes correspondant aux 
families A et B mesurgs entre 1' Electrode de reference 
et la source, done tenant compte de la presence de 
moyens de dScalage diff brents sur les families - 

Dans I'exemple illustrS, 1' application d'un 
potentiel electrochimique Ui n'est pas du type "tout ou 
rien" mais a lieu par balayages successifs entre entre 
une valeur initiale infSrieure au potentiel de seuil de 
garniture VgA et une valeur VsatA, superieure k VgA 
correspondant k la premiSre famille de plages 
conductrices. Des que la tension appliquee depasse le 
premier seuil de garniture VgA/ un greffage du materiau 
de garniture est initie sur les plages de la famille A. 
En revanche, comme la tension appliqu6e reste 
inferieure a VgB/ aucune garniture ne se forme sur les 
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plages de la deuxiSme faraille B. On rappelle que la 
tension VsatA est inf^rieure S la tension VgB. 

Aprds urx retour vers z6ro ou en dessous du 
potent iel de seuil VsA de la tension appliquee, le 
5 processus de garniture se poursuit sur des sites des 
plages conductrices oil \m greffage a ete initie. Ce 
phenom^ne n'apparaSt pas sur les figures dans la mesure 
ou il n'est pas li6 a un courant electrochimique dans 
le circuit ext^rieur au bain de garniture. Pour 

10 multiplier le nombre de sites de greffage, on peut 
pratiquer d'autres balayages de la tension de 
polarisation Ui en se limitant toujours a des valeurs 
infSrieures au seuil de garniture des plages 
conductrices de la deuxi^me famille B. 

15 Les figures 7 et 8 montrent les voltammogramtnes 

correspondant aux balayages successifs de la tension de 
polarisation. On observe que le courant Slectrocbimique 
du voltammogramme relatif S la premiere famille A de 
plages conductrices diminue pour vine mSme tension de 

20 polarisation. Ceci r^sulte de la saturation des plages 
conductrices sur lesquelles un nombre toujours plus 
faible de sites sont libres et peuvent faire I'objet 
d'une electro- initiation de greffage. 

En d'autres termes, apres un certain nombre de 

25 balayages, les plages conductrices de la premiere 
famille A sont entidrement garnies et ne peuvent plus 
accueillir de nouvelles molecules de garniture. Dans un 
cas particulier ou le mater iau de garniture pr€sente 
des propri6t6s d' isolation electrique^ les plages 

3 0 conductrices de la premiere famille A sont rendues 
passives . 



A ce moment, lorsqu' on veut egalement gamir 
les plages conductrices de la deuxidrae families on 
peut, comme le montre la figure 9, effectuer des 
balayages t une tension de polarisation U2 plus §lev€e. 

Selon une autre possibility, dans laquelle on 
met en contact le support de garniture avec \in autre 
bain Slectrochimique, avec des espSces de garnitures 
presentant un seuil 6ventuellement different/ des 
balayages avec des tensions differentes peuvent aussi 
etre effectues, II suffit que la tension de 
polarisation d^passe le seuil impose par les moyens de 
decalage et atteigne le seuil de garniture d'une espece 
de garniture susceptible d'etre formee. Les plages 
prealablement garnies restent insensibles au nouveau 
traitement, notsunment lorsque leur garniture prSalable 
est isolante : par « garniture isolante on eritend 
ici une garniture qui empeche la reprise d'\me nouvelle 
reaction Electro- initi€e. Si cette nouvelle reaction 
est par exemple une reaction d' Slectro-gref f age, (i) le 
non gonf leraent de la premiere garniture par im solvant 
de la nouvelle reaction ; (ii) 1' insolubility du 
monomSre de la nouvelle reaction dans la premiSre 
garniture ; (iii) 1' occupation raaximale (taux de 
greffage maximal) des sites de la plage conductrice du 
fait de la premiere garniture ; sont - ind^pendamment - 
des causes pouvant conduire k ime isolation (au sens 
electrochimique) de la plage d^ja garnie- 

Les figures 10 a 13 sont des diagrammes 
identiques k ceux des figures 6 & 9, a 1' exception du 
fait qu'ils sont etablis pour un support de garniture 
dans lequel les moyens de selection ne sont pas du type 
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i. seuil* Les moyens de selection compoirtent des moyens 
de d^calage sous la forme de resistances Slectriques. 

Du fait que les moyens de decalage ne 
comportent que des resistances/ le dicalage entre les 
5 courbes relatives aux families A et B de * plages 
conductrices augraente avec le courant electrochimique 
et done avec la tension de polarisation appliquee. 
Comme dans I'exeraple evoque prec^demment , la tension Ul 
est appliquee par balayages successifs entre une valeur 
10 initiale inferieure au potentiel de seuil de garniture 
VgA et une valeur VsatA, sup^rieure ^ VgA, suff isamment 
faible pour ne pas atteindre la tension de seuil de 
garniture Vgs des plages conductrices de la deioxieme 
famille. 

15 II convient de rappeler que les moyens de 

selection & resistance perroettent d'obtenir tine 
garniture selective en depit d'un courant 
eiectrochimicjue faible. Ceci est dii au fait que les 
reactions de garniture, en 1' occurrence les greffages, 

2 0 sont ici des reactions Electro- initiSes prSsentant des 
seuils propres. Ces seuils sont propres aux matSriaux 
de garniture et done independants des moyens de 
selection. Lorsque les matSriaux de garniture ne 
presentent pas de seuil de reaction propre, on utilise 

2 5 des moyens de selection ^ seuil, comme indique 

precedemment . 

Lors d'une derniere etape correspondant a la 
figure 13, on effectue de nouveaux balayages en tension 
de polarisation englobant I'intervalle entre le seuil 

3 0 de garniture VgB et le potentiel de saturation VsatB 

des plages conductrices de la seconde famille B, mises 
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en contact avec ion bain 61ectrochimique contenant tine 
ou plusieurs autres espSces de garniture. Dans 
I'exemple illustr6, les balayages en tension de 
polarisation sont effectu^s avec une tension U2 plus 
■5 61ev4e que Ui. Si le seuil de reaction 61ectro-initi#e 
du matSriau de garniture est plus faible, les balayages 
peuvent aussi Stre effectu^s avec une tension plus 
faible que prgc"6deinment . Dans la mesure od les moyens 
de decalage ne comportent pas de dipde, il n'est pas 
10 necessaire de dSpasser un seuil de conduction. 

Les figures 14A et 14B, illustrent un exemple 
particulier de mise en oeuvre de 1' invention pour des 
dispositifs Slectromgcaniques n6cessitant line garniture 
selective lors d'une phase dites de pr^- 
15 ■ conditionnement. Le support 10 est realise h partir 
d'\me plaquette de silicium sur laquelle sont tnicro- 
usin^es des tnicrostructures Electro -tngcaniques 
destinees k Stre utilis^es dans des capteurs de 
pression. Les figures 14A et 14B repr^sentent une seule 
20 de ces microstructures . La partie 14B reprSsenfce xine 
coupe transversale, la partie 14A repr^sente une vue de 
dessus. La figure 14C reprSsente un assemblage en coupe 
transversale de la microstructure et .d'lin substrat 
d' interconnexion. 
25 Le support 10 utilise comporte un substrat SOI 

(Silicon On Insulator) 412, reconvert d'une couche de 
silice 410 et d'une couche de silicium monocristallin 
414. La gravure locale, par exemple par gravure 
chimique de la couche de silice 410 permet de r^aliser 
une cellule sous vide 420. L'6tanch6it6 de la cellule 
420 aprds gravure est assurSe au moyen d'un bouchon 421 
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venant fermer la cellule sous vide 420* La partie 
sup^rieure de la cellule sous vide 420, constitute par 
une partie centrale 414' de la couche 414 de siliciutn 
monocristallin fait office de membrane 414' se 
5 d§formant sous I'effet de la pression. Cette 
deformation se traduit par une modification d'\me 
capacite raesurSe entre les deux plans de silicium 412 
et 414 grSce ^ dei^ contacts electriques 416 et 418 
realises par depot local d'or, sur le substrat 412 et 

10 la couche 414 respect ivement . Dans I'exemple de 
realisation ici presente, le contact 416 recouvre 
6galement une partie 414" de la couche 414, isolee 
^lectriquement du reste de la couche 414 par une 
gravure 423 de cette couche. La couche 414 est de type 

15 p, Une diode est realiste k la surface de la couche 414 
par une implantation locale 422 de type n realisee sur 
tout le pourtour de la partie centrale 414' de la 
couche 414. On note qpie du fait de la realisation de 
cette jonction entre la membrane 414' et la partie 

20 dopte n 422 un potentiel de la membrane 414' est dtcalg 
par rapport au potentiel de depots 427 et d'xine 
Slectrode commune 424, dont il sera parlS plus loin, 
d'une valeur correspondant au seuil de la diode formte 
par ladite jonction, Il sera vu que du* fait de cette 

25 jonction pSriph^rique 422, les parties electriquement 
connectees a 1' electrode commune 424 par 
1' intermediaire de cette jonction peuvent etre 
prSservee d'une garniture alors que la partie au dessus 
de la jonction 422 est en cours d'etre garnie. 

30 Naturellement le meme r§sultat pourrait etre atteint 
avec une jonction 422 n'entourant pas totalement la 
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partie centrale 414 II conviendrait dan's un tel cas 
de prevoir une partie isolante, la partie isolante et 
la partie dopee n 422 entourant ensetnble la partie 
centrale 414', Selon ce mode de realisation viae plage 
5 414 « semi conductrice d'xan premier type est en contact 
electrique uniqiiement avec iin material! semi conducteur 
422 d'xm second type lui-m§me coupl6 ^lectriquement 
avec \m plot d'adressage 424 commun au t ravers d'vme 
seconde plage conductrice 427. 

10 Une premiere electrode commune 424 est realisee 

par evaporation d'une piste d'or 424 reliant les 
diff erentes implantations * 422 rgalisSes sur la 
plaquette de raicrostructures ♦ Les diff erentes 
implantations 422 sonfc elles meme revetues d'un depot 

15 d'or 427, De ce fait une liaison electrique en or 
existe entre chacun des depots 427 et 1' electrode 
commune 424, 

Une seconde Electrode commxine 426, egalement 
formge par evaporation d"une piste d'or permet de 
20 relier #lectriquement ensemble les contacts 416 a un 
second plot commun de polarisation. 

Les premiere et seconde Electrodes 424 , 426 
sont dites commune car elles relient toutes les 
implantations 422, et tous les contacts 416 des 
25 supports 10 d'une mSme plaquette respectivement . 

Comme represent e figure 14 C la micros tructure 
form6e par le support 10 qui vient d'etre decrit est 
assemblee mecaniquement et §lectriquement avec un 
substrat 430 dit d' interconnexion represent^ en coupe 
30 transversale en position assemblee avec le support 10 
formant une microstaructure pour un capteur. Ce substrat 
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d' interconnexion 430 peut servir ^ placer le support 10 
dans un boltier ou H accueillir d'autres composants non 
repr^sentes permettant de former ensemble le capteur. 
Dans I'exemple repr^sent^ une fenStre 425 est rSalisee 
5 sur le siibstrat d' interconnexion 430 en regard de la 
membrane 414 * pour permettre un contact mScanique 
direct de la membrane 414' avec un milieu dont pn veut 
mesurer la press ion. 

Les liaisons mecaniques et electriques entre un 

10 support 10 et un svibstrat d' interconnexion 430 sont 
r6alis6es de la faqion suivante. Un materiau 
thermofusible conducteur 432, 434 depose sur le support 
10 au dessus des contacts ' en or 418^ 416 assure une 
liaison mecanique et glectrique avec des parties 

15 conductrices du sxibstrat d' interconnexion 430. 

Une liaison mecanique est obtenue par une 
garniture 429 en materiau thermofusible isolant d6pos6 
au dessus de la partie 427 revStue d*or entourant la 
membrane 414 ' . 

20 La membrane 414' est elle m§me revStue d'une 

garniture biocompatible 428, Pour un grand nombre 
d' applications, en particulier dans le domaine 
biomedical, il est necessaire de f onctionnaliser la 
surface de la membrane 414 ' pour lui donner par exemple 

25 des proprietes de biocompatibilite ou pour limiter 
1' adherence cellulaire susceptible de polluer le 
capteur* Cette f onctionnalisation est realisSe a partir 
d'xin d€p6t 428 d'epaisseur contr61ee permettant de ne 
pas changer de maniere notable 1' elasticity de la 

30 membrane 414". Avec des bains contenant par exemple des 
monom^res vinyl iques ou des molecules cycliques 
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clivables, on peut realiser notarament des revetements 
dont les proprietes peuvent etre ajust^es- Ainsi, 
1 ' glectro-gref f age de 1 ' hydroxy- ethyl tnethacrylate 
(HBMA) , du methyl mSthacrylate (MMA) , du butyl 
5 mSthacrylate (BMA) , de poly gthylSne glycol di- 
methacrylate (PEG-di-MA) , de la N-vinyl pyrrolidone 
(NVP) , et plus gSnSralement de monotneres vinyl iques 
activSs fdnctionnalis^s par des substituants 
(raoleculaires ou macromolSculaires) de nature 
10 biocompatible, permettent d'obtenir des films polymeres 
presentant de bonnes propri#t6s de biocompatibilit€, 
notamment au sens de la norme ISO 10993. Les films 
obtenus par electro-gref f age sont en general isolants a 
taux de greffage eleve, mais il n'est pas rare 
15 • d'observer que 1' isolation ^lectrique, notamment en 
solution, est d'autant plus favorisee que le polymere 
glectro-gref fe est plus hydrophobe. 

Une methode particulidrement adapt ee pour 
realiser 1' assemblage entre le support 10 et le 
20 sxabstrat d* interconnexion 430 consiste a monter le 
support 10 aprds decoupe, tourn6 face avant vers le 
substrat d' interconnexion 430 (methode dit de "flip- 
chip") en utilisant les depots de materiau fusible pour 
les interconnexions glectriques et mScaniques ("flip- 
25 chip polymere") . Il h etg vu plus haut qu'il est 
utilise pour ces liaisons ^lectriques et mecaniques 
d'une part un materiau thermofusible isolant 429 
assurant une liaison mScanique etanche et d* autre part 
un materiau thermofusible conducteur 432 assurant une 
3 0 liaison m^canique et electrique. 
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L' Utilisation de garnitures 428, 429, 434, 432 
diffSrentes sur certaines plages conductrices de la 
face avant de la structure 10 permet ainsi d'apporter 
diff^rentes fonctions suppl§mentaires . Ces garnitures 
5 sont realisges lors d'une etape de pr6-conditionnement 
r€alis6e de manidre collective simul tankmen t sur toutes 
les microstructures, done avant d§coupe du substrat de 
silicium* 

La microstructure 10 detnande trois 

10 f onctionnalisations differentes devant Stre apportees 
par des garnitures differentes sur des surfaces 
conductrices ^lectriquement reliSes. II s'agit d'une 
premiere garniture .429 en polymdre thermo fusible 
isolant r^alisee au dessus de la partie periph^rique 

15 427 de la membrane 414', d'une seconde garniture 434 en 
polymdre therraof usible conducteur realisee au dessus 
des contacts 418, d'une troisidme garniture 
biocompatible 42 8 realisSe au dessus de la membrane 
414*. On note qu'une garniture 432 conductrice mais non 

20 n^cessaireraent thermofusible est ggalement rSalisSe au 
dessus des contacts 416 et des pistes 426* Ces 
garnitures sont r€alis6es par Electro deposition comme 
expliqu^ ci-aprSs. 

II est facile d'utiliser la selectivity 

25 provenant du materiau comme indique plus * haut pour 
disposer d'un premier moyen de selectivite. Dans 
I'exemple ici presente, il a ete utilis«§ un depot d*or 
sur des parties que l*on veut pouvoir differencier des 
surfaces en silicium. Le potentiel de greffage pour ces 

3 0 deux materiaux utilises en microSlectronique est en 
effet suffisamment different pour fouimir ;me premidre 
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s^lectivit6. La selectivite supplementaire necessaire 
est apportSe par tine mise en ceuvxe de I'adressage telle 
que propos€e dans la presente invention realisee conune 
explique plus haut grS-ce a la jonction 422 entourant la 
partie centrale 414'. 

La premiere garniture 429 est rSalis^e sur 
1' ensemble des joints d'^tancheit^ en polarisant la 
premiere electrode coitanune 424 au potential VO 
correspondant au potentiel necessaire pour la garniture 
429 sur I'or. 

La seconde garniture 434 est realisee sur 
1' ensemble des contacts 418 en portant la premidre 
Electrode commune 424 a un potentiel VI correspondant 
au potentiel necessaire a la garniture 434 sur I'or 
augments du seuil de la diode creee par 1' implantation 
422. La membrane 414 • n'est pas garnie a ce stade car 
le potentiel de greffage sUr le silicium est plus eleve 
que celui sur I'or. On utilise done k nouveau la 
selectivity due a la difference de nature entre 
materiaux conducteurs eiectriquement connectSs entre 
exax* 

La troisidme garniture 428 est realisee sur 
1' ensemble des membranes 414' en portant la premiere 
electrode coramvme 424 a un potentiel V2 correspondant 
au potentiel necessaire a la garniture 428 sur le 
silicium augmente du seuil de la diode 422 citee ci- 
dessus . 

Pendant ces trois operations, la seconde 
electrode 426 est maintenue S un potentiel nul . La 
garniture 432 des contacts 416 se fait separement k 
partir d'une garniture 432. Elle peut egalement etre 




effectuSe simultan€ment au depot de la seconde 
garniture 434 en utilisant une source suppl€tnentaire 
permettant de porter la seconde electrode commune 426 
au potentiel V3 correspondant au potentiel n^cessaire S 
5 la garniture 432 sur I'or. 

La garniture 429 correspond par exemple ^ une 
couche de Poly Butyl MethAcrylate (PBMA) . 

La garniture 434 correspond par exemple a xine 
couche de PBMA dope avec des sels d' argent, d' environ 
10 0,5 ]im d'epaisseur. 

La garniture 42 8 correspond par exemple a une 
couche de poly- {PEG- dime thacrylate) d' environ 0,5 iim 
d'gpaisseur. Ces couches sont formees dans des bains 
de butyl methacrylate et de PEG dimethacrylate, 
15 respectivement, dans la dimethyl formamide (DMF) en 
presence de perchlorate de t^traStfayl ammonium comme 
Electrolyte support . 
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REVEIilDXCATlONS 

1. Support (10) de garniture comprenant una 
plurality de plages conductrices {12, 427, 418, 414') 
form^es sur un substrat, associ§es S. xxn plot 
d'adressage cotnmun {18, 424) et ^ des inoyens de 
selection d'au moins une plage & gamir par voie 
61ectrochimique, parmi la plurality de plages (12, 427, 
418, 414 caracterise en ce que les moyens de 

selection comportent des moyens residents (2 0, 422, 
414, 427, 418) de dScalage d'une tension de 
polarisation qu'il convient d^appliquer au plot 
d'adressage cotnmxxn (18, 424) pour obtenir ion depSt (429 
respect ivement (434) au niveau d^un premier groupe de 
plages (12, 427, 418) electriguement couplges au plot 
d'adressage commun (18, 424) sans en obtenir sur \m 
second groupe de plages (12, 418, 414' 414') 
Slectriquement coupl^es au mSme plot d^adressage coramun 
(18, 424) . 

2* Support (10) de garniture selon la 
revendication 1 caractSris^ en ce que les moyens (20, 
422, 414, 427, 418, 414) de d^calage de la tension a 
appliquer au plot d'adressage commun (18, 424) sont 
constitu^s par le fait que les plages conductrices sont 
constitues par un premier materiau (418, 427, 422, 414) 
conducteur, les plages du second groupe etant 
constitutes par un second materiau conducteur (418, 
427, 422, 414 different du premier materiau. 
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3. Support (10) de garniture selon la 
revendication 2 caracterisi en ce que les premiers et 
second mat6riavix (414, 422) conducteurs sent const itues 
par des mat^riaux (414, 422) semi conducteur de mSme 

5 nature ayant des dopages differents. 

4. Support de garniture (10) selon I'tme des 
revendications 1^3, caractSrisS en ce que les moyens 
(20, 422, 414, 427, 418, 414) de d^calage de tension 

10 coraportent des moyens ^ seuil comportant au moins une 
diode (13, 422, 414) connectSe entre le plot 
d'adressage commim (18, 424) et chacxme des plages (12, 
414' , 418) du second groupe. 



15 
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5. Support de garniture (10) selon la 
revendication 4, caracteris^ en ce que la diode (13, 
422, 414) est polaris^e dans le sens passant du plot 
d'adressage commun (18, 424) vers au moins une plage 
conductrice (12, 414', 418). 



6. Support de garniture (10) selon la 
revendication 1, ayant des plages (12) conductrices 
gamies par une garniture Electro- initi^e, caract^ris^ 
en ce que les moyens • de dgcalage comportent au moins 
25 une resistance glectrique (15) de valeur (R) suffisante 
pour interdire la garniture des plages du second groupe 
(12) sous 1' application au plot d'adressage commuxx (18) 
d'rme tension autorisant la garniture des plages (12) 
du premier groupe. 
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7. Support de garniture (10) selon la 
revendication 1, dans lequel les raoyens residents de 
dScalage d'une tension de polarisation comprennent au 
moins une resistance (15) et au moins une diode (13) en 

5 serie. 

8 . Support de garni tur e (10) selon la 
revendication 1, comprenant au moins uine plage 
conductrice (12, 427, 418, 414') garnie sous la forme 

10 d'un element choisi parmi : une plage de test chimique, 
une plage de test biologique, une plage d'accrochage 
d'un materiau fusible, une plage de contact elect rique, 
une plage de contact m^canique, une membrane, une masse 
sismique d'un acceleromStre et une armature de 

1 5 condens at eur . 

9. Support (10) selon la revendication 1, 
comprenant une couche semi -conductrice (414) d'un 
premier type de conductivity et, dans la couche (414) , 

20 une plural ite de regions dop^es (422) d'un second type 
de conductivity, chaque region dop^e du second type de 
conductivity gtant relive ^ au moins tine plage 
conductrice (414) const ituant une surface du sub st rat, 
et dans lequel les regions dop^es du deuxidme type 

25 (422) de conductivity forment avec la couche (414) des 
moyens de decalage de tension a diodes. 

10. Support (10) selon la revendication 1, dans 
lequel les plages conductrices (12) sont menagees sur 

3 0 une premiere face (101) d*un substrat (14) et 
comprenamt sur une face opposee (102) a la premidre 
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face (101) , une couche conductrice (120) , en regard des 
plages conductrices (12) , la couche conductrice formant 
un plot d'adressage commiin (18). 

11. Support (10) selon la revendication 1, dans 
5 lequel les plages conductrices (12) sont raenagees sur 
vtne premiere face (101) d'xm substrat (14) et 
comprenant sur txne face oppos^e (102) a la premiere 
face (101) , line couche conductrice (121) , en regard des 
plages conductrices (12) , la couche conductrice formant 

10 un plot d'adressage commun (18) et dans lequel le 
substrat (14) prSsente une resist ivitS de valeur 
suffisante pour interdire la garniture d'au moins une 
plage conductrice (12) du support (10) sous 
1' application au plot d'adressage coinmun (18) d'une 

15 tension autorisant la garniture d'au moins une autre 
plage (12) du support (10) . 

12 . Dispositif en particulier capteur 

comportant un support selon I'une des revendications 1 
20 a Il- 
ls . Capteur selon la revendications 12 
caract§rise en ce qu'un support du capteur comporte des 
plages conductrices (427, 418, 414') formees par des 
25 premier (418) et second (414') mat^riaux differents 
I'un de 1' autre, Slectriquement en contact glectriqiie 
I'xin avec 1' autre et portant des premiere (434) et 
seconde (428) garniture respect ivement diff6rentes 
1 » une de 1 ' autre . 

30 
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face (101) , une couche conductrice (120) , en regard des 

plages conductrices (12) , la couche conductrice formant 

un plot d'adressage comm\m (18) . 

11. Support (10) selon la revendication 1, dans 

lequel les plages conductrices (12) sont menagges sur 
une premiere face (loi) d'un substrat (14) et 

comprenant sur une face opposes (102) ^ la premiere 
face (101), une couche conductrice (121), en regard des 
plages conductrices (12) , la couche conductrice formant 
plot d'adressage commun (18) et dans lequel le 
substrat (14) pr^sente une rgsistivit^ de valeur 
suffisante pour interdire la garniture d'au moins une 
plage conductrice (12) du support (10) sous 
I'application au plot d'adressage commun (18) d'une 
tension autorisant la garniture d'au moins une autre 
plage (12) du support (10) . 



12. Dispositif en particulier capteur 
comportant un support selon I'une des revendi cat ions 1 

20 a 11. 



13- Capteur comportant un support selon 
I'une des revendi cat ions 1 ^ 11 caracteris4 en ce qu-un 
support du capteur comporte des plages conductrices 
25 (427, 418, 414') formSes par des premier (418)- et 
second (414') mat^riaux diffgrents I'un de 1' autre, 
electriquement en contact Slectrique I'un avec !• autre 
et portant des premiere (434) et seconde (428) 
garniture respect ivement diffgrentes I'une de 1- autre. 
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14. Capteur selon la revendication 13, 
caract^risg en ce qu'un support du capteur comporte unl 
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14. Capteur selon I'une des revendications 12 
ou 13 caractSrise en ce qu'un support du capteur 
comporte une premiere plage conductrice (418) formee 
par un materiau conducteur en contact glectrique 
uniquement avec un materiau semi conducteur d*un 
premier type .(414) , ce dernier etant en contact 
electrique xiniquement avec un materiau semi conducteur 
d»un second type (422) lui-mSme en contact Electrique 
avec un plot d'adressage commun (424) au travers d'une 
seconde plage conductrice (427) , lesdites premiSre 
(418) et^ seconde (427) plage d'un mSme materiau 
conducteur portant des garnitures (429, 434) 
differentes l*une de 1' autre, 

15 • Capteur selon I'une des revendications 13 
ou 14 caracterise en ce que les garnitures diffSrentes 
les unes des autres comporte au moins une garniture 
Slectro-gref f 6e • 

16, Precede de realisation d'un support 
comportant des plages conductrices garnies, dans lequel 
on met en contact les plages du support avec au moins 
un milieu (34) contenant un materiau de garniture, ou 
un precurseur d'un materiau de garniture, et on 
applique au moins une tension de polarisation entre un 
plot d'adressage commun (18) et une Electrode de 
reference (32) , procEdS caractErise en ce que 

on realise des plages conductrices du support 
avec un premier matEriau conducteur et d' autres avec un 
second matEriau conducteur, ou 
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premiere plage conductrice (418) form#e par un matgriau 
conducteur en contact glectrique uniquement avec un 
matgriau serai conducteur d'un premier type (414), ce 
dernier gtant en contact electrique uniquement avec un 
mat^riau semi conducteur d-un second type (422) lui- 
m§me en contact electrique avec un plot d'adressage 
commun (424) au travers d'une seconde plage conductrice 
(427), lesdites premiere (418) et seconde (427) plage 
d'un raeme mat^riau conducteur portant des garnitures 
(429, 434) diffgrentes I'une de 1' autre. 



15. Capteur selon I'une des revendications 13 
ou 14 caracterisg en ce que les garnitures diff^rentes 
les unes des autres comporte au moins une garniture 
electro-gref f 6e . 

16. Pxoa6d€ de .realisation d'un support 
comportant des plages conductrices gamies, dans lequel 
on met en contact les plages du support avec au moins 
ton milieu (34) contenant un matgriau de garniture, ou 
un prgcurseur d'un materiau de garniture, et on 
applique au moins une tension de polarisation entre un 
plot d'adressage commun (18) et une Electrode de 
rgfSrence (32), precede caracterisg en ce que : 

on realise des plages conductrices du support 
avec un premier materiau conducteur et d- autres avec un 
second materiau conducteur, ou 
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on realise sur le support des moyens de 
d6calage de .tension disposes entre le plot coimnun 
d'adressage et des premieres plages, en sorte que \me 
tension appliquSe au plot d'adressage commim 
5 corresponde k \ine premiere valeur de tension sur les 
premieres plages et a une seconde valeur de tension sur 
les secondes plages 

on applique au plot d'adressage commun une 
tension suffisante pour initier la garniture des 
10 premieres plage, et insuffisante pour permettre la 
garniture des secondes plages conductrices • 

17. Precede de garniture selon la revendication 
16, caracterise en ce que le matSriau de garniture, ou 

15 le precurseur du tnateriau de garniture conduit pour 
I'une au raoins des plages a une garniture electro- 
initiee, 

18, Precede de garniture selon la revendication 
20 16, caracteris€ en ce que I'on utilise vm support dans 

lequel les moyens a d^calage de tension sont des moyens 
k seuil, et dans lequel on effectue une garniture par 
voie Electro- suivie ou Electro- initiee, 

25 19 • Proced^ de garniture selon la revendication 

16, caracterisS en ce que I'on utilise un support dans 
lequel les moyens §. dScalage de tension comportent au 
moins une resistance et dans lequel on effectue une 
garniture par voie Electro- initiSe . 
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20. ProcgdS de garniture selon la revendication 
11, dans lequel on applique la tension de polarisation 
en effectuant au moins \m balayage entre une tension 
infSrieure ou egale ^ une tension de seuil de garniture 
5 (Vg, VgA, VgB) et supSrieure ou Sgale Sl une tension de 
saturation (Vsat, VsatA, VsatB) . 

21* Procede de garniture selon la revendication 
n, dans lequel on forme une garniture de passivation 
dans au moins une premidre etape de procede, par mise 
en contact des plages conductrices avec un premier 
milieu et dans lequel, lors d'une etape subsequente de 
garniture, on met en contact les plages conductrices 
avec un second milieU/ pour garnir des plages laissees 
vierges lors de la premiere etape de garniture, ou 
d'tme ^tape de garniture pr6c6dente» 

22 • Prqc6d# de garniture selon la revendication 
17, dans lecpjiel on met en contact les plages 
conductrices avec au moins un milieu adapt§ k une 
garniture Slectro-initiSe, comprenant au moins un 
compost choisi parmi les monom^res vinyliques, les 
raonomeres cycliques, des sels de diazonium, des sels 
d'iodonium, des sels de sulfonium et des sels de 
phosphonium, et un melange des composes precedents, 

23 . Procede de garniture selon la revendication 
16, dans lequel on met en contact les plages du support 
avec au moins xin milieu adapte a une garniture electro- 
30 suivie, comprenant au moins un compose choisi parmi un 
sel metallique ou un polymdre et en particulier \m 
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poly-electrolyte, ou un precurseur de polymdres 
conducteurs, et notamment le pyrrole, le thiophSne, 
1' aniline, ou leurs derives, ou un monomere 
electropolym^risable tel que les phenols, 1' ethylene 
5 diamine et plus gSnSralement les diamines. 
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